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Sposéb dynamicznego pomiaru napiecia przebicia wtérnego w tranzystorach
mocy wielkiej czestotliwosci
i urzadzenie do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest sposéb dynamicznego pomiaru napigcia przebicia wtérnego w tranzystorach
mocy wielkiej czestotliwosci i urzadzenie do stosowania tego sposobu. Sposéb moze byé wykorzystany do
badania tranzystoréw mocy pracujacych w uktadach wielkiej czestotliwosci a zwtaszcza w stopniach koricowych
nadajnikéw radiowych.

Znany jest sposéb pomiaru napigcia przebicia wtérnego polegajacy na przyktadaniu na ztacze baza-ko-
lektor tranzystora badanego prostokatnych impulséw o bardzo krétkim czasie trwania, rzedu nanosekund.
. Amplitude podawanych impulséw prostokatnych zwigksza si¢ az do momentu wystgpienia przebicia wtérnego
a przebiegi napigcia na ztaczu obserwuje si¢ na oscyloskopie.

Uktad pomiarowy do badania napigcia przebicia wtdrnego zawiera generator impulséw prostokatnych,
ktérego wyjscie dotaczone jest przez transformator impulsowy do bramki sterujacej tyrystorem o bardzo
krétkich czasach zalaczania iwytaczania. Tyrystor wiaczony jest pomigdzy kolektor tranzystora badanego
i zasilacz napigcia statego.

Opisany wyzej sposéb pomiaru nie pozwala na zbadanie zaleznosci napigcia przebicia wtérnego od
czgstotliwosci, stopnia niedopasowania na wyjsciu, wielkosci icharakteru obcigZenia, polaryzacji ztacza
baza-emiter tranzystora badanego, napigcia kolektora oraz gigbokosci modulacji w przypadku modulacji amplitu-
dy. Informucje te sa niezbgdne dla okreslania bezpiecznych warunkdw pracy tranzystora w stopniach koricowych
nadajnikéw radiowych.

Uktad pomiarowy do badania napigcia przebicia wtérnego nie pozwala na badanie tranzystora w konfigu-
racji z uziemionym emiterem oraz nie posiada ukladu zabezpieczajacego tranzystor badany przed zniszczeniem.
Ponadto w znanym dotychczas uktadzie nie ma mozliwosci wykorzystania do pomiaru napiecia sinusoidalnego.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu dynamicznego pomiaru napigcia przebicia wtérnego w tran-
zystorach mocy wielkiej CZQStOt]lWOSCl i urzadzenie do stosowania tego sposobu, ktére nie posiada wad
dotychczasowych rozwiazan.

Cel ten zostat osiagnigty przez podanie na kolektor tranzystora badanego z uziemnionym emiterem statego
napigcia z zasilacza iz generatora mocy wielkiej czestotliwosci napigcia zmiennego, ktérego amplitude zwigksza
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sic 'do momentu wystapienia szuméw przedprzebiciowych, po uprzednim wyzerowaniu pradéw sprezenia
zwrotnego wytworzonego przez pojemnos¢ zlacza bazakolektor. Szumy przedprzebiciowe poddaje sig detekcji
aotrzymane napigcie stale podaje si¢ na uktad zabezpieczajacy, ktdry zwiera kolektor tranzystora badanego
Z:mas3.

Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug wynalazku zawiera ukiad detekcyjny potaczony z bazg
tranzystora badanego oraz uk}adem zabezpieczajacym. Uktad zabezpieczajacy dotaczony jest poprzez diodg¢ do
kolektora tranzystora badanego, ktéry jest wtaczony w konfiguracji z uziemionym emiterem.

Do kolektora tranzystora dolaczone sa réwniez obwody symulujgce przewidywane warunki pracy
tranzystora, generator mocy wielkiej czestotliwosci oraz zasilacz pradu statego poprzez miernik pradu statego.
Uktad detekcyjny posiada szeregowy obwdd rezonansowy, ktéry jest wigczony migdzy bazg i emiter tranzystora
badanego oraz uktad prostowniczy dotaczony przez transformator szerokopasmowy do koricéwki cewki obwodu
rezonansowego, polaczonej zbaza tranzystora badanego. Ukiad zabezpieczajacy sktada si¢ z przerzutnika
dwustabllnego polaczonego ze wzmacniaczem, ktérego wyjscie jest dotaczone przez diod¢ do kolektora tran-
zystora badanego. Wejscia przerzutnika dwustabilnego i wzmacniacza potaczone s3 jednoczesnie z wyjsciem
uktadu detekcyjnego.

Zaletg wynalazku jest umozliwienie pomiaru wartosci napigcia przebicia wtérnego w zaleznosci od wartosci
szczytowej napigcia zmiennego, wartosci napigcia stalego przytozonego na kolektor tranzystord badanego
i wielkodci przedpiecia na ziaczu baza-emiter tego tranzystora. Opracowane rozwigzanie pozwala zabezpieczy ¢
tranzystor badany przed zniszczeniem przy wystapieniu przebicia wtérnego oraz wykorzystaé do pomiaru
napigcie sinusoidalne.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przyktadzie wykonania na rysunku przedstawiajacym schemat
urzadzenia do dynamicznego pomiaru napiecia przebicia wtérnego w tranzystorach mocy wielkiej czestotliwosci.

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, ze na kolektor tranzystora badanego TB wiaczonego w kon-
figuracji z uziemionym emiterem podaje si¢ state napigcie z zasilacza 6 oraz zmienne napigcie z generatora mocy
wielkiej czestotliwosci 4. Nastgpnie zeruje si¢ prady sprzeZenia zwrotnego wytworzonego przez pojemnosé
zlacza bazakolektor, aszumy przedprzebiciowe powstajace na zlaczu baza-emiter poddaje si¢ detekcji
i otrzymane napigcie stale podaje si¢ na uktad zabezpieczajacy 2, ktéry obniza -napigcie na kolektorze
tranzystora badanego TB.

Urzadzenie zawiera uktad detekcyjny 1, ktory jest potaczony z baza tranzystora badanego TB z uziemnio-
nym emiterem oraz zuktadem zabezpieczajgcym 2 tranzystor badany TB przed zniszczeniem. Uktad
zabezpieczajacy 2 jest dotaczony poprzez diode D, do kolektora tranzystora badanego TB. Kolektor tranzystota
badanego TB potaczony jest réwniez z obwodami 3 symulujacymi przewidywane warunki pracy tranzystora,
z generatorem mocy wielkiej czestotliwosci 4 oraz z zasilaczem pradu statego 6 poprzez miernik pradu statego 5.

Uktad zabezpieczajacy 2 sktada si¢ z przerzutnika dwustabilnego T,, T, iwzmacniacza T3, T4, Ts,
ktdrych wejscia potaczone s jednoczesnie z wyjsciem uktadu detekcyjnego 1. .

Uktad detekcyjny 1 zawiera uktad prostowniczy D,, D3, D4, Ds, dotaczony poprzez transformator
szerokopasmowy Tr do szeregowego obwodu rezonansowego L,, L,, L3, C,, wlaczonego pomigedzy baze
i emiter tranzystora badanego TB. Na kolektor tranzystora badanego TB podaje si¢ napigcie z zasilacza pradu
statego 6 o wartosci réwnej okoto 2/3 napigcia VCE max dla danego tranzystora. Nastgpnie, po ustawieniu
2adanej wartosci przedpigcia na bazie tranzystora badanego TB za pomocy potencjometru, na kolektor tranzysto-
ra badanego TB podaje si¢ napigcie zmienne zgeneratora mocy wielkiej czestotliwosci 4. Kondensatorem
zmiennym C,; zeruje si¢ prady sprzezenia zwrotnego na zlaczu baza emiter tranzystora badanego TB, a nastg pnie
zwigksza si¢ amplitud¢ napigcia zmiennego z generatora mocy wielkiej czgstotliwosci 4. Szumy przedprze-
biciowe, ktére powstaja na ztaczu baza-emiter tranzystora badanego TB podaje si¢ poprzez transformator
szerokopasmowy Tr na uktad prostowniczy D,, D3, D4, Ds. State napigcie wyjsciowe uktadu prostowniczego
D,, D3, D4, Ds podaje si¢ na baze tranzystora T, przerzutnika dwustabilnego T, , T, ijednoczesnie na baze
tranzystora T; wzmacniacza T, T;, Ts. Wowczas tranzystor Ts nasyca si¢ i przedstawia sobg mala opornosé,
ktéra poprzez diod¢iD, zwiera kolektor tranzystora badanego TB do masy, obnizajac panujace na nim napigcie
do bezpiecznej wartosci kilku woltéw. Przerzutnik dwustabilny T,, T, utrzymuje ten stan do momentu
przelaczenia przetacznika K, ktéry powoduje podanie ujemnego napigcia na bazy tranzystoréw T,, Tj.
Tranzystory T, i T3 zostaja zatkane i uktad zabezpieczajacy 2 przechodzi do stanu wyjsciowego.

Napigcie przebicia wtérnego réwne jest sumie wartosci napigcia statego z zasilacza 6 i wartosci amplitudy
napigcia zmiennego z generatora mocy wielkiej czestotliwosci 4.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb dynamicznego pomiaru napiecia przebicia wtérnego w tranzystorach mocy wielkiej czgsto-
tliwosci, znamienny tym, Ze na Kkolektor tranzystora badanego (TB) z uziemionym emiterem podaje si¢ state
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napigcie z zasilacza (6) oraz zmienne napigcie z generatora mécy wielkicj czgstotliwosci (4) a nastgpnie zeruje sig
prady sprzezenia zwrotnego wytworzonego przez pojemno$¢ zligcza baza-kolektor i zwigksza si¢ amplitude
napigcia zmiennego, przy czym powstajace na zlgczu baza-emiter szumy przedprzebiciowe poddaje si¢ detekcji
aotrzymane napigcie state podaje si¢ na uktad zabezpieczajacy (2), ktory obniza napigcie na kolektorze tran-
zystora badanego (TB).

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze posiada uktad detekcyjny (1)
potaczony z baza tranzystora badanego (TB) z uziemionym emiterem oraz uktadem zabezpieczajacym (2), ktéry
jest dolaczony przez diode (D,) do kolektora tranzystora badanego (TB), przy czym do kolektora tranzystora
badanego (TB) dolaczone sa réwniez obwody (3) symulujace przewidywane warunki pracy tranzystora, generator
mocy wielkiej czgstotliwosci (4) oraz zasilacz pradu statego (6) poprzez miernik pradu statego (5).

3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze uktad detekcyjny (1) zawiera wlaczony pomiedzy baze
i emiter tranzystora badanego (TB), szeregowy obwdd rezonansowy (L4, L,, L3, C;) oraz ukiad prostowniczy
(D,, D3, D4, Dg) dotaczony przez transformator szerokopasmowy (Tr) do koricéwki cewki obwodu rezonanso-
wego, potaczonej z baza tranzystora badanego (TB).

4. Urzadzenie wedtug zastrz. 2, znamienne tym, ze uktad zabezpieczajacy (2) zawiera przerzutnik dwu-
stabilny (T,, T,), potaczony ze wzmacniaczem (T3, T4, Ts), ktorego wyjscie jest dotaczone przez diode (D, ) do
kolektora tranzystora badanego (TB), przy czym wejscia przerzutnika dwustabilnego (T, ¥, ) i wzmacniacza (T3,
T4, Ts ) polaczone s jednoczesnie z wyijsciem uktadu detekcyjnego (1).
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